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Crystallization of a-Si Film on Panel using Lumped-shots ELA 
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スマートフォンなどに用いるディスプレイの高性能化のため、高移動度で均一な特性を持つ TFT (Thin Film 

Transistor)を高いスループットでつくることが求められる。ガラス上の非晶質シリコン(a-Si)膜を高い移動度

にするため、ELA (Excimer Laser Annealing)法が低温結晶化プロセスとして有効で広く用いられている。最近

では、フレキシブルなシート上にも高性能な TFTが求められている。現在の ELA法は、短いパルス幅（20-30ns）

をもつ長いライン状の UV光ビームが用いられているが、マルチショットパルス走査時、（パルス短軸端による）

照射後の Si膜面上の不均一性が一つの課題である。一方、より長いパルス幅(150-200ns)で大出力パルスの ELA

システムも開発されており [1]、小型のパネルへの結晶化では一括 ELA も期待される。大出力ビーム ELA によ

る Si薄膜の結晶化の課題と可能性を検討した。 

１． 実験方法 

Si薄膜の結晶化において薄膜は Excimer Laserの紫外線を効果的に吸収し、下地基板への熱ダメージが抑え 

られる。一般にパルス幅が短いほど、基板への熱ダメージを低減できる。熱計算シミュレーションにより、Si

膜の過熱の挙動より結晶化機構を予測、解析し、長いパルス幅の ELA と短いパルス幅の ELA の欠点・利点を比

較検討した [2]。さらに、実際に均一な一括ビームにより、ガラス上、およびフレキシブル基板上の Si膜への

結晶化を試み、計算シミュレーション結果と実験結果を比較した。 

２．実験結果 

計算シミュレーションによる結果と近いパルスエネルギー密度での ELA条件で Si膜の結晶化が生じた。下部 

フレキシブル基板構造を工夫することで、下地に熱損傷を与えずに低いパルスエネルギー密度で結晶化できる。 

パルス幅が長いとエネルギー効率では不利であるが、Si 膜の上部、下部全体をより均一に加熱溶融ができるこ

とが計算結果から示唆された。 

一括ビーム ELAにより、より均一な、より安定な Si膜の結晶化が期待できる。 
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